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Zielstellung:

Gegenstand des Projektes war die Entwicklung dieehnologie zur Herstellung von flachen
Dotierungsprofilen (< 50 nm) in Verbindungshall#eit mittels einer innovativen
Kurzzeittemperanlagd-(fashLampAnealing). Insgesamt vier Xenon-Blitzlampen liefeme
Strahlungsleistung bis zu 10.000 W/cmz innerhalfo ¥00 Mikrosekunden bis 3 Millisekunden
Impulsdauern. Absorbierende Materialschichten kérnnealieser kurzen Zeit je nach Dicke der
Substrate und Schichtstapel auf Temperaturen T C erhitzt werden. Dagegen erwarmt sich die
Ruckseite in den Substraten bzw. Kristallscheilveafdr) deutlich geringer. Die Temperaturfihrung
fur Dotierungsprozesse lasst sich tber die Proaeassyeter Energiedichte und Impulsdauer sowie
Uber die Vorheiztemperatur gezielt einstellen. Utathiar nach der kurzeitigen Aufheizung setzt im
Schichtaufbau ein ebenso schneller AbkiihlungspsodesProben tber die Warmeleitung ein, so dass
flache Dotierungsprofile entstehen kdnnen.

Anwendungsmaglichkeiten:

Es wurde ein Kurzeitemperprozess zur Modifizierdiigner Absorberschichten (3 pm) fur
Dunnschichtsolarzellen (z.B. aus Cu(In,Ga)htwickelt und erprobt. In fBy-Halbleitern (p-InP)
wurde mittels des FLA-Prozesses die Erzeugung heahén Zink-Dotierzonen (< 50 nm)
demonstriert. Die Zinkkonzentration in Zink-dotemtinP (100) Kristallscheiben konnte innerhalb der
Eindringtiefe von 50 nm von 3 1cm® auf 5 16" cni® erhéht werden.

Ausblick:

Unsere Konferenzbeitrage zum Zinkeinbau in Cu(IpSzAbsorberschichten mittels des
Kurzzeittemperns (FLA) und die durchgefiihrten Atbeizur optischen Charakterisierung von Xe-
Blitzlampen fuhrten zur Kontaktaufnahme mit kleinedustrieunternehmen. Gemeinsam mit zwei
Industriepartnern wurde ein Kooperationsforschurmsfit (ZIM-KF) Uber den Projekttrager AiF
Projekt GmbH beim Bundesministerium fur Wirtschaitd Energie unter dem Férderkennzeichen
(KF2073034DB4) beantragt und fur den Zeitraum vdn®8.2015 bis zum 31.03.2017 bewilligt. Ziel
des Kooperationsprojektes ist die Entwicklung umdedsuchung einer neuartigen Sensorik zur
Prozessregelung und -Uberwachung von gepulstennXBlizlampenmodulen zur kurzzeitigen
thermischen Nachbehandlung (ms-Bereich) von diufoektionsschichten in industriellen in-line
Prozessen.



